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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二次元状に配置された複数の画素を備え、
　前記複数の画素のそれぞれは、
　金属電極と、
　前記金属電極上に形成された、光を電気信号に変換する光電変換層と、
　前記光電変換層上に形成された透明電極と、
　前記金属電極と電気的に接続され、前記光電変換層からの電荷を蓄積する電荷蓄積領域
と、
　前記電荷蓄積領域の電荷量に応じた信号電圧を出力する増幅トランジスタと、
　前記電荷蓄積領域の電位をリセットするリセットトランジスタとを備え、
　前記リセットトランジスタのゲート酸化膜の膜厚が、前記増幅トランジスタのゲート酸
化膜の膜厚より厚く、
　前記リセットトランジスタのオフ時に、前記リセットトランジスタのゲート下に、前記
電荷蓄積領域の導電型を担う多数キャリアと異なる電荷を集めるように、前記リセットト
ランジスタのゲートに電圧を印加する、
　固体撮像装置。
【請求項２】
　前記増幅トランジスタのチャネル幅は、前記リセットトランジスタのチャネル幅より広
い
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　請求項１に記載の固体撮像装置。
【請求項３】
　前記リセットトランジスタのゲート長は、前記増幅トランジスタのゲート長より長い
　請求項１または２に記載の固体撮像装置。
【請求項４】
　前記複数の画素のそれぞれは、
　前記増幅トランジスタが前記信号電圧を出力するタイミングを決定する選択トランジス
タを備える、
　請求項１から３のいずれか一項に記載の固体撮像装置。
【請求項５】
　前記選択トランジスタのゲート長は、前記増幅トランジスタのゲート長より短い
　請求項４に記載の固体撮像装置。
【請求項６】
　前記複数の画素は、第１の画素を含む、
　請求項４または５に記載の固体撮像装置。
【請求項７】
　前記第１の画素内の前記選択トランジスタは、前記第１の画素内の前記増幅トランジス
タと活性領域の一部を共有しており、
　前記第１の画素内の前記リセットトランジスタの活性領域は、前記第１の画素内の前記
増幅トランジスタの活性領域と電気的に分離されている
　請求項６に記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　前記複数の画素は、前記第１の画素と受光面において水平方向に隣接する第２の画素を
含む、
　請求項６または７に記載の固体撮像装置。
【請求項９】
　前記第１の画素内の前記リセットトランジスタは、前記第１の画素内の前記選択トラン
ジスタと前記第２の画素内の前記選択トランジスタとの間に配置されている
　請求項８に記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記第１の画素内の前記リセットトランジスタは、前記第１の画素内の前記増幅トラン
ジスタと前記第２の画素内の前記増幅トランジスタとの間に配置されている
　請求項８に記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
　前記複数の画素は、前記第１の画素と受光面において垂直方向に隣接する第２の画素と
を含み、
　前記第１の画素内の前記選択トランジスタと前記第２の画素内の前記選択トランジスタ
とは、活性領域を共有する
　請求項６または７に記載の固体撮像装置。
【請求項１２】
　前記複数の画素は、前記第１の画素と受光面において垂直方向に隣接する第３の画素と
を含み、
　前記第１の画素内の前記選択トランジスタと前記第３の画素内の前記選択トランジスタ
とは、活性領域を共有する
　請求項８から１０のいずれか一項に記載の固体撮像装置。
【請求項１３】
　前記複数の画素は、第１の画素と、当該第１の画素と受光面において垂直方向に隣接す
る第２の画素とを含み、
　前記第１の画素内の前記増幅トランジスタと前記第２の画素内の前記増幅トランジスタ
とは、活性領域を共有する
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　請求項１から５のいずれか一項に記載の固体撮像装置。
【請求項１４】
　前記複数の画素は、第１の画素と、当該第１の画素と受光面において垂直方向に隣接す
る第２の画素とを含み、
　前記第１の画素内の前記リセットトランジスタと前記第２の画素内の前記リセットトラ
ンジスタとは、活性領域を共有する
　請求項１から５のいずれか一項に記載の固体撮像装置。
【請求項１５】
　前記リセットトランジスタのゲート酸化膜の膜厚は、４ｎｍ～１３ｎｍの範囲であり、
　前記増幅トランジスタのゲート酸化膜の膜厚は、３ｎｍ～６ｎｍの範囲である
　請求項１から１４のいずれか一項に記載の固体撮像装置。
【請求項１６】
　前記固体撮像装置は、さらに、
　前記電荷蓄積領域の上部に、表面注入領域を備え、
　前記電荷蓄積領域は第１導電型であり、前記表面注入領域は第２導電型である
　請求項１から１５のいずれか一項に記載の固体撮像装置。
【請求項１７】
　前記固体撮像装置は、さらに、
　前記透明電極に電圧を印加する電源回路を備え、
　前記電源回路を構成するトランジスタのゲート酸化膜の膜厚は、前記リセットトランジ
スタのゲート酸化膜の膜厚より厚い
　請求項１から１６のいずれか一項に記載の固体撮像装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画素がアレイ状に配列された固体撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光電変換可能な材料を半導体基板上方に積層し、微細化された画素においても大きな飽
和電荷量を実現できる積層型センサが提案されている。
【０００３】
　図５は、特許文献１に記載された積層型イメージセンサの画素断面図である。同図に示
されるように、半導体基板２００上方に光電変換層２１０、透明電極２１１、画素電極２
１２が形成されている。また、半導体基板２００内には、出力回路を構成する複数の不純
物領域が形成されている。上記不純物領域には、光電変換層２１０内で発生した電荷を蓄
積するｎ型の電荷蓄積部２０１と、電荷蓄積部２０１の上部に、半導体基板２００の表面
欠陥起因のリークを低減するためのｐ型の表面注入領域２０２が形成されている。また、
電荷蓄積部２０１に蓄積された電荷を信号線に出力するため、浮遊拡散部２０３へ電荷を
転送する転送トランジスタ２０４が形成されている。浮遊拡散部２０３は、電荷量に応じ
た電圧に変換するため増幅トランジスタ２０５のゲートに接続され、浮遊拡散部２０３に
は、信号線へ出力する画素を選択するため選択トランジスタ２０６が形成されている。ま
た、浮遊拡散部２０３の電位をリセットするため、リセットトランジスタ２０７が形成さ
れている。また、光電変換層２１０内で発生した光電荷を電荷蓄積部２０１へ伝送するた
め、コンタクト２０８が設けられており、コンタクト抵抗を下げるため高不純物濃度のｎ
型のコンタクト注入領域２０９が形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１６４６０４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　半導体基板２００表面のコンタクト２０８近傍では、ｐ型の表面注入領域２０２とｎ型
のコンタクト注入領域２０９によりｐｎ接合が形成される。このｐｎ接合のリーク電流は
接合部の電界強度に依存し、接合部でのリーク電流を低減するためには、表面注入領域２
０２の不純物濃度を一定以上に高くできない。
【０００６】
　しかしながら、表面注入領域２０２は、そもそも、半導体基板２００の表面欠陥、特に
加工時に欠陥が誘発されやすいゲート端近傍での欠陥起因のリーク電流を低減するために
設けられおり、この不純物濃度を低くすると、欠陥起因のリーク電流を十分に抑制するこ
とが出来ない。
【０００７】
　本発明は、上記課題に鑑み、リーク電流が抑制された高感度な積層型固体撮像装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る固体撮像装置は、二次元状に配置された複数
の画素を備え、前記複数の画素のそれぞれは、金属電極と、前記金属電極上に形成された
、光を電気信号に変換する光電変換層と、前記光電変換層上に形成された透明電極と、前
記金属電極と電気的に接続され、前記光電変換層からの電荷を蓄積する電荷蓄積領域と、
前記電荷蓄積領域の電荷量に応じた信号電圧を出力する増幅トランジスタと、前記電荷蓄
積領域の電位をリセットするリセットトランジスタとを備え、前記リセットトランジスタ
のゲート酸化膜の膜厚が、前記増幅トランジスタのゲート酸化膜の膜厚より厚いことを特
徴とする。
【０００９】
　上記構成によれば、高い電圧をリセットトランジスタのゲート電極に印加することがで
き、ゲート端近傍に表面注入領域を担う電荷を集めて、表面注入領域の電位を安定させる
ことができ、リーク電流を抑制できる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る固体撮像装置によれば、電荷蓄積部のリーク電流を低減するとともに、１
／ｆノイズを低減でき、高感度（Ｓ／Ｎ）の固体撮像装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実施の形態に係る固体撮像装置の一例を示す回路図である。
【図２Ａ】図２Ａは、実施の形態に係る画素の構成の一例を示す断面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、実施の形態に係る電源回路の構成の一例を示す断面図である。
【図３】図３は、実施の形態１に係る固体撮像装置の画素平面図である。
【図４】図４は、実施の形態２に係る固体撮像装置の画素平面図である。
【図５】図５は、特許文献１に記載された積層型センサの画素断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、実施の形態について、図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は、以下の
実施の形態に限定されるものではない。また、本発明の効果を奏する範囲を逸脱しない範
囲で、適宜変更は可能である。さらに、他の実施の形態との組み合わせも可能である。
【００１３】
　（実施の形態１）
　まず、実施の形態１に係る固体撮像装置の画素回路構成の一例について、図１を用いて
説明する。
【００１４】
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　図１は、実施の形態に係る固体撮像装置の一例を示す回路図である。同図に記載された
固体撮像装置は、画素１０が、二次元状に配列された積層型イメージセンサの一例である
。画素１０内には、金属電極１１と、金属電極上に形成された、光を電気信号に変換する
光電変換層１３と、光電変換層１３上に形成された透明電極１２と、光電変換層１３から
の電荷を蓄積する電荷蓄積領域（フローティングディフュージョン）１４と、電荷蓄積領
域１４の電荷量に応じた信号電圧を出力する増幅トランジスタ１５と、電荷蓄積領域の電
位をリセットするリセットトランジスタ１６と、選択トランジスタ１７とを備える。
【００１５】
　光電変換層１３は、入射光を光電変換することで、信号電荷を生成する。光電変換層１
３によって生成された信号電荷は、電荷蓄積領域１４に金属電極１１を介して転送される
。本実施の形態では、電荷を転送するために、透明電極１２に正バイアス１０Ｖ程度を印
加している。
【００１６】
　電荷蓄積領域１４に転送された電荷は、増幅トランジスタ１５によって増幅される。選
択トランジスタ１７がオン状態になると、増幅トランジスタ１５によって増幅された信号
が出力信号線１８へ出力される。
【００１７】
　リセットトランジスタ１６を動作させた際に生じる熱（ｋＴＣ）ノイズを除去するため
、出力信号線１８からフィードバック配線１９を介して逆位相のノイズ成分を電荷蓄積領
域１４へ戻し、熱（ｋＴＣ）ノイズを相殺している。
【００１８】
　垂直回路２０から画素内の各トランジスタを制御する信号を入力し、水平回路２１を介
して信号端２４へ出力している。小型化のため同一チップ内に設けた電源回路２２により
透明電極１２に印加する１０Ｖ程度の印加電圧を発生させている。
【００１９】
　続いて、実施の形態１に係る固体撮像装置が備える画素１０の断面構成の一例について
、図２Ａを用いて説明する。
【００２０】
　図２Ａは、実施の形態に係る画素の構成の一例を示す断面図である。同図に表されたよ
うに、本実施の形態に係る固体撮像装置の画素１０は、半導体基板に形成されたｎ型のウ
エル１と、半導体基板上方に形成され入射した光を光電変換することにより信号電荷を生
成する光電変換層１３と、光電変換層１３を挟み込む金属電極１１と透明電極１２とを備
える。透明電極１２は、光電変換層１３へ光入射を可能とするためＩＴＯまたはＺｎＯ等
の透明電極が用いられている。
【００２１】
　本実施の形態では、半導体基板に形成されたｎ型のウエル１を用いているが、半導体基
板に形成されたｐ型のウエルであっても良い。その場合、以降で示す不純物の導電型はｎ
型とｐ型とが入れ替わる。
【００２２】
　また、光電変換層１３で発生する電荷は、透明電極１２に１０Ｖ程度の正電圧を印加す
ることにより、金属電極１１を介してホールを転送し、ｐ型の電荷蓄積領域１４に蓄積す
る。この電荷蓄積領域１４は、リセットトランジスタ１６の活性領域を兼用しており、リ
セットトランジスタ１６をオンにすると、電荷蓄積領域１４の電位がリセットされる。
【００２３】
　さらに、この電荷蓄積領域１４は、ｎ型あるいはＳＴＩ（Ｓｈａｌｌｏｗ　Ｔｒｅｎｃ
ｈ　Ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）からなる分離領域３１により、画素内の増幅トランジスタ１５
あるいは選択トランジスタ１７と電気的に分離されている。
【００２４】
　また、この電荷蓄積領域１４の上部に、ｎ型の表面注入領域３２を設けて、ウエル１表
面に多くある欠陥によって生じるリーク電流の電荷蓄積領域１４への漏れ込みを抑制して
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【００２５】
　また、光電変換層１３からの電荷を電荷蓄積領域１４へ転送するためのコンタクト３３
と半導体基板との界面に、コンタクト抵抗を低減するコンタクト注入領域３４を設けてい
る。また表面注入領域３２は、リセットトランジスタ１６のゲート端近傍まで拡張されて
いる。
【００２６】
　このリセットトランジスタ１６のゲート酸化膜３６の膜厚は、増幅トランジスタ１５の
ゲート酸化膜２５の膜厚より厚い。この構成により、リセットトランジスタ１６に高いゲ
ート電圧を印加することが可能となる。このため、リセットトランジスタ１６のオフ時に
は、ゲート下に表面注入領域３２を担う多数キャリアと同じ電子を集めることが可能とな
り、表面注入領域３２の電位を安定させることができ、リーク電流を低減できる。本実施
の形態では、例えば、リセットトランジスタ１６のオン時の電圧は０Ｖ程度、オフ時の電
圧は３．８Ｖ程度としている。
【００２７】
　また、増幅トランジスタ１５のゲート酸化膜２５を薄く形成することにより、１／ｆノ
イズを抑制することが出来る。
【００２８】
　また、選択トランジスタ１７のゲート酸化膜２７の膜厚を、増幅トランジスタ１５のゲ
ート酸化膜２５の膜厚と同じ厚さにしている。この構成により、選択トランジスタ１７を
オンにする際のゲート印加電圧を低減できるので、低消費電力化が促進される。なお、上
記の同じ厚さとは、略同一の厚さ、すなわち製造上の誤差を含む。
【００２９】
　本実施の形態では、増幅トランジスタ１５のゲート酸化膜２５の膜厚は、例えば、約３
ｎｍ～６ｎｍの範囲である。またリセットトランジスタ１６のゲート酸化膜３６の膜厚は
、例えば、約４ｎｍ～１３ｎｍである。また、選択トランジスタ１７のゲート酸化膜２７
の膜厚は、例えば、約３ｎｍ～６ｎｍの範囲である。
【００３０】
　図２Ｂは、実施の形態に係る電源回路の構成の一例を示す断面図である。透明電極１２
に電圧を印加する電源回路２２を構成するトランジスタのゲート酸化膜３５の膜厚は、リ
セットトランジスタ１６のゲート酸化膜３６の膜厚より厚い。この構成により、電源回路
２２を構成するトランジスタに高電圧を印加することが可能となり、光電変換層１３で生
成した信号電荷を電荷蓄積領域１４へ伝送することが出来る。このゲート酸化膜３５の膜
厚は、透明電極１２に１０Ｖ程度を印加させるために、約１５～２５ｎｍの範囲であるこ
とが好ましい。
【００３１】
　本実施の形態において、例えば、ウエル電圧を約２．８Ｖとし、リセットトランジスタ
１６のゲート電圧を３．８Ｖ程度にした際、リーク電流が数１０％改善される。
【００３２】
　また、電荷蓄積領域１４と接続された増幅トランジスタ１５のゲート電極４５の電位が
、リセットトランジスタ１６によりリセット電位となる際に、ウエル１と増幅トランジス
タ１５のゲート電極４５との間の耐圧が確保できる程度まで、増幅トランジスタ１５のゲ
ート酸化膜２５は薄膜化されている。これにより、リーク電流以外のノイズ成分である１
／ｆノイズＮ１／ｆは、下記の理論式から明確なように低減される。ここで、Ｇｏｘは、
ゲート酸化膜の膜厚、Ｗはチャネル幅、およびＬはゲート長である。
【００３３】
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【数１】

【００３４】
　次に、図２Ａの断面構造を実現する複数の画素１０の第１の平面構成を表す図を、図３
（上層の配線は図示せず）を用いて説明する。
【００３５】
　図３は、実施の形態１に係る固体撮像装置の画素平面図である。図３に示すように、画
素内の電荷蓄積領域１４のコンタクト３３は、信号電荷が混合されるため隣接する画素１
０と共有できない。コンタクト３３以外のコンタクトは、信号電荷の混合という問題は生
じないので、隣接する画素１０と共有することが可能であり、受光面において垂直方向に
隣接する画素１０とコンタクトを共有している。これにより、一画素あたりのコンタクト
占有面積率が低下するため、画素サイズの微細化が可能となる。
【００３６】
　また、増幅トランジスタ１５と受光面において垂直方向に隣接する画素１０の増幅トラ
ンジスタ１５とは活性領域５４を共有する。この構成により、上下隣接する画素１０でコ
ンタクトを共有するため、増幅トランジスタ１５のゲート長を確保でき、ノイズ成分の一
つである１／ｆノイズを低減できる。
【００３７】
　また、選択トランジスタ１７と受光面において垂直方向に隣接する画素１０の選択トラ
ンジスタ１７とは活性領域５７を共有する。この構成により、上下画素でコンタクトを共
有するため、選択トランジスタ１７のゲート長を確保しながら、活性領域を共有している
増幅トランジスタ１５のゲート長を確保でき、ノイズ成分の一つである１／ｆノイズを低
減できる。
【００３８】
　また、リセットトランジスタ１６と受光面において垂直方向に隣接する画素１０のリセ
ットトランジスタ１６とは活性領域５６を共有する。この構成により、上下画素でコンタ
クトを共有するため、リセットトランジスタ１６のゲート長を確保でき、電荷蓄積領域１
４を活性領域とするリセットトランジスタ１６のオン特性を確保できる。
【００３９】
　また、リセットトランジスタ１６のゲート長は、増幅トランジスタ１５のゲート長より
長い。この構成により、増幅トランジスタ１５の駆動能力を確保しながら、電荷蓄積領域
１４を活性領域とするリセットトランジスタ１６のオン特性バラツキ、つまりゲート長に
依存する閾値電圧、ドレイン電流等のバラツキを低減でき、電荷蓄積領域１４の電位を安
定化できる。よって、画素間でのリーク特性が一様になり、鮮明な画像を撮像できる。一
方、増幅トランジスタのゲート長を短くし、√Ｌ長に反比例し相互コンダクタンスｇｍが
高くなるため、駆動能力が高くなり高速に信号を出力信号線１８に伝達できる。
【００４０】
　また、増幅トランジスタ１５と選択トランジスタ１７とを同じ列に配置している。選択
トランジスタ１７のゲート電圧によるオンオフ特性を確保しつつゲート長を短くすれば、
増幅トランジスタ１５のゲート長を長くでき、式１から１／ｆノイズも低減できる。
【００４１】
　本実施の形態においては、画素１０のセルサイズが０．９μｍである場合、増幅トラン
ジスタ１５のゲート長は、例えば、約０．２～０．３μｍの範囲であることが望ましい。
リセットトランジスタ１６のゲート長は、例えば、約０．２～０．５μｍの範囲である。
選択トランジスタ１７のゲート長は、例えば、約０．１～０．５μｍの範囲である。画素
のセルサイズが異なる場合でも、セルサイズの０．９μｍからの変更比率によって、異な
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るセルサイズに対応するゲート長が導き出せることは言うまでもない。
【００４２】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、図２Ａの断面構造を実現する複数の画素１０の第２の平面構成を説
明する。
【００４３】
　図４は、実施の形態２に係る固体撮像装置の画素平面図である。同図には、図３と同様
に、リセットトランジスタ１６が分離領域３１により増幅トランジスタ１５および選択ト
ランジスタ１７と分離して形成されている。
【００４４】
　図４に示すように、画素内の選択トランジスタ１７は、同一画素内の増幅トランジスタ
１５と活性領域５５の一部を共有しており、画素内のリセットトランジスタ１６の活性領
域５６は、同一画素内の増幅トランジスタ１５の活性領域５５と電気的に分離されている
。この構成により、高速駆動性を求められる増幅トランジスタ１５および選択トランジス
タ１７のチャネル幅を広く確保できる。また、リセットトランジスタ１６の活性領域の面
積を小さくすることで、表面注入領域３２と電荷蓄積領域１４とのｐｎ接合面積を小さく
することが可能となり、ｐｎ接合リークを抑えることが出来る。
【００４５】
　また、リセットトランジスタ１６は、同一画素内の選択トランジスタ１７と受光面にお
いて水平方向に隣接する画素内の選択トランジスタ１７との間に配置されている。または
、リセットトランジスタ１６は、同一画素内の増幅トランジスタ１５と受光面において水
平方向に隣接する画素内の増幅トランジスタ１５との間に配置されていてもよい（図示せ
ず）。この構成により、チャネル幅が狭小なリセットトランジスタ１６と、チャネル幅が
広い増幅トランジスタ１５および選択トランジスタ１７とのチャネル方向を並行に同一画
素内に配置でき、ノイズ特性を確保しながら、画素サイズの微細化が容易にできる。
【００４６】
　また、増幅トランジスタ１５のチャネル幅は、リセットトランジスタ１６のチャネル幅
よりも広い。式１から、増幅トランジスタ１５のチャネル幅を拡大すると、増幅トランジ
スタ１５の１／ｆノイズを低減できる。他方、リセットトランジスタ１６のチャネル幅を
縮小することで、リセットトランジスタ１６の活性領域を兼ねた電荷蓄積領域１４のｐｎ
接合面積を小さくでき、１／ｆノイズとリーク電流を低減でき、信号に対するノイズ成分
を低減した高感度な画像が得られる。また、増幅トランジスタ１５の動作電流を確保する
ためトランジスタチャネル幅を拡大でき高速駆動が可能であり、ノイズ成分の一つである
１／ｆノイズも低減できる。
【００４７】
　本実施の形態においては、画素のセルサイズが０．９μｍである場合、増幅トランジス
タ１５のチャネル幅は、例えば、約０．１～０．５μｍの範囲である。リセットトランジ
スタ１６のチャネル幅は、例えば、約０．１～０．２μｍの範囲である。選択トランジス
タ１７のチャネル幅は、例えば、約０．１～０．５μｍの範囲である。画素のセルサイズ
が異なる場合でも、セルサイズの０．９μｍからの変更比率によって、異なるセルサイズ
に対応するチャネル幅が導き出せることは言うまでもない。
【００４８】
　また、選択トランジスタ１７のゲート電極４７のゲート長は、増幅トランジスタ１５ゲ
ート電極４５のゲート長より短い。これにより、増幅トランジスタ１５のゲート長を確保
でき、ノイズ成分の一つである１／ｆノイズを低減できる。
【００４９】
　以上の構成により、リーク電流および１／ｆノイズが低減された固体撮像装置を製造す
ることができる。また、１μｍ程度の微細画素サイズを実現でき、高速電荷読み出しも可
能となる。
【００５０】
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　以上、本発明に係る固体撮像装置について、実施の形態１および２に基づいて説明した
が、本発明は、実施の形態１および２に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱し
ない限り、当業者が思いつく各種変形を実施の形態１および２に施したものや、異なる実
施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の範囲内に含まれる
。
【００５１】
　また、上記実施の形態に係る固体撮像装置は、典型的には集積回路であるＬＳＩとして
実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は全てを含むように１チ
ップ化されてもよい。
【００５２】
　また、集積回路化はＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現し
てもよい。ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇ
ｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を
再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【００５３】
　また、上記断面図等において、各構成要素の角部および辺を直線的に記載しているが、
製造上の理由により、角部および辺が丸みをおびたものも本発明に含まれる。
【００５４】
　また、上記で用いた数字は、全て本発明を具体的に説明するために例示するものであり
、本発明は例示された数字に制限されない。また、表面注入領域３２、コンタクト注入領
域３４、活性領域５４～５７等の不純物領域等のｎ型およびｐ型等は、本発明を具体的に
説明するために例示するものであり、これらを反転し、同等の結果を得ることも可能であ
る。また、上記で示した各構成要素の材料は、全て本発明を具体的に説明するために例示
するものであり、本発明は例示された材料に制限されない。また、構成要素間の接続関係
は、本発明を具体的に説明するために例示するものであり、本発明の機能を実現する接続
関係はこれに限定されない。
【００５５】
　また、上記説明では、ＭＯＳトランジスタを用いた例を示したが、他のトランジスタを
用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明の固体撮像装置は、積層型構造で低ノイズ特性を有する微細画素サイズの固体撮
像装置に適用できる。
【符号の説明】
【００５７】
　１　　ウエル
　１０　　画素
　１１　　金属電極
　１２　　透明電極
　１３　　光電変換層
　１４　　電荷蓄積領域
　１５　　増幅トランジスタ
　１６　　リセットトランジスタ
　１７　　選択トランジスタ
　１８　　出力信号線
　１９　　フィードバック配線
　２０　　垂直回路
　２１　　水平回路
　２２　　電源回路
　２４　　信号端
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　２５、２７、３５、３６　　ゲート酸化膜
　３１　　分離領域
　３２　　表面注入領域
　３３　　コンタクト
　３４　　コンタクト注入領域
　４５　　増幅トランジスタのゲート電極
　４６　　リセットトランジスタのゲート電極
　４７　　選択トランジスタのゲート電極
　５４、５５、５６、５７　　活性領域

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図５】
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